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【背景】我々はルチル型 Ti1-xNbxO2 (TNO)シード層を用い

ることで SnO2 系透明導電膜の移動度(μ)が向上する事を

報告してきた[1]。今まで研究結果より、TNO シード層の x

を変化させると、高いμのSn0.985Ta0.015O2(TTO)薄膜が得ら

れることがわかっている。本講演では TNO シード層の格

子定数と TTO 薄膜の輸送特性の関係を明らかにすること

を目的とした。 

【実験】 rfスパッタ法にて Al2O3(0001)基板上に(100)配向

した TNO(x = 0, 0.05, 0.25, 0.45)固溶体シードを基板温度

Ts = 500ºCでエピタキシャル成長させた。作製した各 TNO

シード層上に TTO薄膜を Ts = 500ºCで成膜した。 

【結果】Fig.1に TNOシード層(x = 0, 0.05, 0.25, 0.45)の

2θ/ω-X線回折(XRD)パターンを示す。 

Fig.1 の様に TNO シード層の x を増すと、面直方向(a⊥)

の格子定数が増加する。面内の格子定数(a//, c//)も同様に

x と共に大きくなる（Fig.2(a)）。 

格子定数の異なる TNO 上へ成長させた TTO の μ を

（Fig.2(b)）に示す。 

 

これを見るとわかるとおり、TNOの a//が SnO2の aよ

りもやや大きくなる所で、μが最大値 24 cm2V-1s-1をと

り、最も低い抵抗率が得られる（ρ = 8.0×10-4Ωcm)。 

TTO の μは TTO が受ける応力と関係があることが示

唆される。当日は、TTO が受ける応力と輸送特性の関

係を議論する予定である。 
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Fig.2 xの異なった TNOシード層の(a)格子定数 a//,c//と 

(b)その上に成長させた TTOの移動度 
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Fig.1 Al2O3(0001)基板上に成長させた TNO シード層の

2θ/ω-XRDパターン 
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